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１．概要（Summary） 

ＭＥＭＳデバイスの更なる小型化、低消費電力化を実

現するために、自己発電機能を有する圧電薄膜を

MEMS センサ・アクチュエータへと応用する研究開発が

進められている。本研究では、圧電薄膜を用いたセンサ

デバイスの感度の向上を目指し、京都大学ナノテクノロジ

ーハブ拠点（以下、ナノハブ拠点と記す）の設備を利用し

て二層構造を有する圧電薄膜構造体の微細加工を行い、

バイモルフ型物理量センサデバイスの試作を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、両面マスクアライナー、ドライ

エッチング装置、磁気中性線放電ドライエッチング装

置、 

 

【実験方法】 

まず、自機関において、厚さ 625 mの単結晶シリコン

基板上に対し、スパッタ法により電極および 2層の圧電薄

膜で構成される積層薄膜を成膜した。次に、ナノハブ拠

点にて高速マスクレス露光装置を用いて作製したフォトマ

スクを用い、フォトリソグラフィおよびリフトオフプロセスによ

り、圧電薄膜上に電極をパターニングした。加工後の基

板に対し、自機関でクロム薄膜をパターニングした後、こ

れを保護マスクとして、ナノハブ拠点にて、磁気中性線放

電ドライエッチング装置により圧電薄膜および電極をエッ

チング加工した。その後、両面マスクアライナーおよび深

堀りドライエッチング装置により、シリコン基板の除去加工

を行い、片持ち梁状の圧電薄膜構造体を作製した。これ

を物理量センサ素子として外部回路と接続し、自機関に

おいて特性を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したセンサデバイス（Fig. 1）について、外部から

圧力を与えた際の出力電圧の周波数応答評価を行った。

計測結果より，本センサの実用化に向け、片持ち梁構造

体の形状の最適化，および圧電薄膜の圧電特性の向上

が必要であることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 
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６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

Fig. 1 Image of piezoelectric sensor. 


